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１．概要（Summary ）： 
 SiC JFET のソース電極とゲート電極はアルミ太線

ボンディングをすることが主流であり、アルミ電極が

採用されている。パワーモジュールの高性能化を図る

ために Ag ナノ粒子ペーストを使用したフリップチッ

プボンディングを採用することにしているが、アルミ

電極には接合しないためにアルミ電極上に Au、Ag な

どのメタライズをする必要がある。一方、JFET のソ

ース電極とゲート電極間には p-n 接合による電位差

がある（Fig. 1 参照）この為、この電位差をカバーす

るような電解条件が必要となる。制御なしで電解めっ

きを行った場合極端な例としてソース電極のみの膜

形成につながる。電位差が生じる場合においても均一

な金めっきを可能とさせるめっき条件の検討を進め

た。本検討では Al 上へのジンケート処理-無電解 Ni
めっきさらに電位制御による金めっき膜形成のプロ

セス検討を進めた。 
２．実験（Experimental）： 
 SiC JFET の外観は Fig. 1 に示すものであり、ソー

ス電極とゲート電極のみに選択的に Au をメタライ

ズする必要がある。Table 1 に検討を行った金めっき

溶液条件を示す。Fig. 2 に示すようにチオ尿素を添加

することにより電位を変化させた場合においても電

流値が一定となることからチオ尿素添加の金めっき

溶液を用いて Au 膜形成を行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 

Table 1 に示す溶液で定電位（-700 mV vs. Ag/AgCl）
めっきを行った後の試料概観写真を Fig. 3 に示す。ソ

ース、ゲート電極とも金めっきが施されており、また

接合試験結果においても問題の無いことを確認した。  
４．その他・特記事項（Others）： 
（1）Ralf Siemieniec, Uwe Kirchner, “The 1200V 
Direct-Driven SiC JFET power switch”, EPE 2011. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 
６．関連特許（Patent） 
なし。 
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Fig. 1 A photograph image for the samples and 
the schematic structure of the SiC JFET(1). 

ソ－ス電極 

ゲート電極 

試薬 濃度

HAuCl4·4H2O 1 mM

Thiourea 0.2 M
H2SO4 0.01M

Table 1 Au electrodeposition 
bath composition. 

Fig. 3 A 
photograph image 
for the sample. 

  
 
 

  

Fig. 2 Cyclic voltammograms in Au 
electrodeposition bath. 

チップサイズ；2.4 mm 角 


